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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年1月28日(2010.1.28)

【公開番号】特開2008-34797(P2008-34797A)
【公開日】平成20年2月14日(2008.2.14)
【年通号数】公開・登録公報2008-006
【出願番号】特願2007-80820(P2007-80820)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｓ   5/183    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｓ   5/183   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年12月3日(2009.12.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の屈折率を有する第１の層及び前記第１の屈折率とは異なる第２の屈折率を有する
第２の層を積層した第１の単位多層膜が複数積層されている第１のミラーと、
　第３の屈折率を有する第３の層及び前記第３の屈折率とは異なる第４の屈折率を有する
第４の層を積層した第２の単位多層膜が複数積層されている第２のミラーと、
　前記第１のミラーと前記第２のミラーとの間に位置する活性層と、を含み、
　前記第１の単位多層膜と前記第２の単位多層膜は、下記式（１）を満たし、
　前記活性層は、下記式（２）を満たす、面発光型半導体レーザ。
　ｄＤ ＜ λ／２ｎＤ　　　・・・（１）
　ｄＡ ＞ ｍλ／２ｎＡ　　　・・・（２）
　但し、
　λは、前記面発光型半導体レーザの設計波長であり、
　ｍは、正の整数であり、
　ｄＤは、前記単位多層膜の厚さであり、
　ｎＤは、前記単位多層膜の平均屈折率であり、
　ｄＡは、前記活性層の厚さであり、
　ｎＡは、前記活性層の平均屈折率である。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記式（１）は、複数の前記単位多層膜のうちの少なくとも１つに対して満たされる、
面発光型半導体レーザ。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記式（１）は、複数の前記単位多層膜のうちの全てに対して満たされる、面発光型半
導体レーザ。
【請求項４】
　請求項２において、
　前記式（１）を満たしていない前記単位多層膜は、下記式（３）を満たす、面発光型半
導体レーザ。
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　ｄＤ ＝ λ／２ｎＤ　　　・・・（３）
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかにおいて、
　前記第１の屈折率と前記第３の屈折率とは同じ屈折率であり、
　前記第２の屈折率と前記第４の屈折率とは同じ屈折率である、面発光型半導体レーザ。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかにおいて、
　前記第１のミラーを支持する基板を含み、
　前記基板、前記第１のミラー、前記活性層、前記第２のミラーの順に積層されている、
面発光型半導体レーザ。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかにおいて、
　下記式（４）を満たす、面発光型半導体レーザ。
　ｄＨ＋ｄＬ ＜ λ／４ｎＬ＋λ／４ｎＨ　　　・・・（４）
　但し、
　ｄＨは、前記第１の層の厚さであり、
　ｄＬは、前記第２の層の厚さであり、
　ｎＨは、前記第１の層の屈折率であり、
　ｎＬは、前記第２の層の屈折率である。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれかにおいて、
　前記第１のミラーおよび前記第２のミラーは、分布ブラッグ反射型（ＤＢＲ）ミラーで
ある、面発光型半導体レーザ。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれかにおいて、
　前記活性層において共振する光のうち、
　低次の共振モード成分は、レーザ発振に至り、
　高次の共振モード成分は、レーザ発振に至らない、面発光型半導体レーザ。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれかにおいて、
　前記活性層において共振する光のうち、
　低次の共振モード成分のエネルギー増幅率は正であり、
　高次の共振モード成分のエネルギー増幅率は負である、面発光型半導体レーザ。
【請求項１１】
　請求項９または１０において、
　前記低次の共振モード成分は、０次の共振モード成分であり、
　前記高次の共振モード成分は、１次以上の共振モード成分である、面発光型半導体レー
ザ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　本実験例では、まず、一次元の時間領域差分法（ＦＤＴＤ法）を用いて、本実施形態に
係る面発光型半導体レーザ１００について光学シミュレーションを行い、Ｑ値（一次元の
計算なため、縦方向の光閉じ込め効果に相当する）が同程度になるように設計を行った。
Ｑ値を同程度に揃えることにより、閾値電流、即ち、最低次のモードが発振に至る電流値
を同程度に揃えることができる。本シミュレーションでは、３つの条件Ａ～Ｃの面発光型
半導体レーザに対して行った。数値計算を適用したサンプルの構造は、以下の通りである
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。なお、特に記載しない限り、上述した数値計算例のサンプルの構造と同じである。
　下部ミラー１０の単位多層膜１０ｐ：ｎ型Ａｌ０．９Ｇａ０．１Ａｓ層（屈折率３．０
４９）とｎ型Ａｌ０．１２Ｇａ０．８８Ａｓ層（屈折率３．５４４）からなる２層構造
　下部ミラー１０の単位多層膜１０ｐの平均屈折率ｎＤ：２ｎＨｎＬ／（ｎＨ＋ｎＬ）＝
３．２７８
　活性層１０３：ＧａＡｓ層（屈折率３．６２０１）とＡｌ０．２Ｇａ０．８Ａｓ層（屈
折率３．４２９７）とからなる量子井戸構造を３層重ねた３ＱＷ構造を、上下のＡｌＧａ
Ａｓからなるグレーデッドインデックス（Graded Index）層で挟み込むＧＲＩＮ－ＳＣＨ
（graded-index separate-confinement heterostructure）構造
　活性層１０３の平均屈折率ｎＡ：３．３８３８
　上部ミラー２０の単位多層膜２０ｐ：ｐ型Ａｌ０．９Ｇａ０．１Ａｓ層（屈折率３．０
４９）とｐ型Ａｌ０．１２Ｇａ０．８８Ａｓ層（屈折率３．５４４）からなる２層構造
　上部ミラー２０の単位多層膜２０ｐの平均屈折率ｎＤ：２ｎＨｎＬ／（ｎＨ＋ｎＬ）＝
３．２７８
　電流狭窄層１０５の開口部径（開口部直径）：４．５μｍ、６．０μｍ
　電流狭窄層１０５の厚さ：１２ｎｍ
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